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Submikrometerbereich

Substratgetriggerier Schaltkreis zum Schutz vor elek
trostatischer Entladung im Submikrometerbereich (ESD-
Schutzschaltkreis). Der ESD-Schutzschaltkreis ist zwi-
schen einen Eingangsanschlufd und den internen Schalt
kreis der auf dem Substrat ausgebildeten integrierten
Schaltung eingebaut. Der ESD-Schutzschaltkreis wendet
die Eigenschaft eines substratgetriggerten Betriebs an,
die Transistoren, die in N-Wannen des Substrats ausgebil-
det sind, zum ESD-Schutz in DurchlaBrichtung zu trig-
gern, so dall der ESD-Strom nach Masse geleitet wird.
Der ESD-Schutzschaltkreis ermaglicht eine vereinfachte
Halbleiterstruktur und schafft dennoch einen verbesser-
ten ESD-Schutz fir die integrierte Schaltung im Submi-
krometerbereich,
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